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Abstract of DE1 9960798 



An electrically conducting high temperature gas sensor 
comprises a substrate (8) with a measuring electrode (1) 
having connecting pads on one side of the substrate having 
connecting pads, a heating structure (2) having connecting 
pads on the opposite side of the substrate, and a screening 
structure (7) on one or both sides to screen interference 
potentials on a measuring circuit formed by the electrode. 
Preferred Features: The screening structure is a ground-plain 
structure separated from the heating structure by an 
intermediate layer made of Si02 f AI203, SiC or Si3N4. 
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Die folgenden Angaben sind den vom 

Prufungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt 

® Elektrisch beheizter Hochtemperaturgassensor 

© Es wird ein Sensoraufbau mit kostengunstigen, einsei- 
tig korrtaktierbaren Sensorchips vorgestellt, der trotz 
zweisaitiger Nutzung des Sensorsubstratea mittels der 
Verwendung von Durchkontaktierungen eine einseitige 
Kontaktierung eriaubt und gieichzeitig durch die Verwen- 
dung von Guard-Ring- oder Guard-Shield-Strukturen die 
Querbeeinflussung durch Lackstrdma verringert 
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Beschreibung 

Die Erfindung betrifft einen auf einem Substrat aufgebau- 
len Hochtemperaturgassensor, der bei Tempcraturen bis 
950°C betrieben werden kann und dazu elektrisch beheizt 
wird Auf gegentiberliegenden Seiten eines soLchen Sensors 
befinden sich veiscMedene Strukturen, die eine Heizungs- 
stmktur und eine MeBelektrodenstruktur. 

Hochteroperaturgasseosoren sind meist derait aufgebaut, 
daB sich auf einem Substrat keiamischen Materials auf der 
Ober- und Unterseite verschiedene Strukturen befinden, wo- 
bei meist eine Seite fur die Bereitstellung der Einsatz- oder 
Betriebsternperatur zustandig ist, also eine Heizung betrifft 
Die andere Seite ist steUvertretend fiir den eigentlichen Sen- 
sor und weist eine MeSelektn^denstruktur auf, die in Kon- 
takt mit einer gassensitiven Schicht stent Dabei kOnnen ver- 
schiedenartige MeBprinzapien angewandt werden. Das zwi- 
schenliegende Substrat dient rricht nur als Trager, sondern 
auch als Isolator. Ein derartig strukturierter Aufbau ist in er- 
ster Naherung nicht mit den Problemen des Obersprechens, 
also der gegenseitigen Beeinflussung von benachbart ange- 
siedelten elektrischen Kredsen behaftet Fur eine Detektion 
kleiner Signalanderungen hingegen sind von der Heizungs- 
struktur herrQhrende S torsi gn ale aufgrund der endlichen 
Isolation des Substrats nicht mehr veruachlassigbar. 

Da die MaterialstMrke des Substrats meist erheblich gro- 
Ber ist als die entsprechenden Dimensionen der Strukturen 
auf dem Sensor werden die Anschlusse fur die Ober- und 
Unterseite meist auf der jeweiligen Seite angebracht, was ei- 
ner zweiseitigen Kontaktierung entspricht Die zweiseitige 
Kontaktierung sieht vor, daB sowohl das Heizsystem als 
auch das Detektionssystem jeweils auf einer Seite des Sub- 
strats angebracht ist und auch an dieser zugehSrigen Seite 
mit Versorgungs- oder MeBLeitungen kontaktiert wird. 

Dieses Vorgeben ist bezUglich der Kosten und der Opti- 
mierung des fur den HersteUungsprozeB kritischen Einbaus 
in ein Gehause als ungunstig anzusehen. In Bezug auf eine 
kostengtinstige Herstellung von derartigen Gassensoren 
wird die Umstellung der bisherig zweiseitigen Kontaktie- 
rung vorgeschlagen. Dies ermoglicht die Anbringung der 
elektrischen Anschlusse fur die beschriebenen elektrischen 
Strukturen lediglich von einer einzigen Seite des Sensortyp- 
aufbaus. Eine einseitige Kontaktierung erfordert eine sog. 
Durchkontaktierung im Bereich von AnschluBpads dutch 
das Substrat hindurch, so daB fur ein auf einer Seite des Sub- 
strats aufgebrachtes System eine AnschluBrndglichkeit fur 
Versorgungs- oder MeBleitungen auf der gegenuberliegen- 
den Seite des gesamten Aufbaus vorhanden ist. Sorrdt ist 
eine einseitige Kontaktierung fQr beide elektrischen Sy- 
steme in einem derartigen Hochtemperaturgassensor gege- 
ben. 

Dabei ergeben sich jedoch zusatzlich Probleme hinsicht- 
lich einer gegenseitigen Beeinflussung der Potentiale des 
Heizsystems und des gassensitiven Detektionssystems die 
bei der Herstellung einer KontaktienmgsmSglichkeit von ei- 
ner Seite nicht mehr durch die bei der zweiseitigen Kontak- 
tierung vorhandene elektrische Isolation des isolierenden 
Substrats getrennt sind. 

Bisher wurde versucht, einen einseitig kontaktierbaren 
Sensoraufbau zu verwenden, bei dem Heiz- und Detektions- 
bereiche nebeneinander angeordnet sind. Dies bedeutet eine 
VergroBerung der efrektiven Substratflache und damit eine 
Eihdbung des Heizenergiebedarfs, sowie eine im allgemei- 
nen schlechtere HomogenitSt der Temperaturverteilung. 

Ein anderer Losungsansatz fur eine einseitige Kontaktie- 
rung sieht vor, daB die Heizelemente unter den Detekrions- 
elementen (Mefiekktroden) angebracht sind und daB beide 
durch ein Didektrikum, beispielsweise Siliziumdioxid, 
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elektrisch getrennt sind. Hierbei konnte jedoch keine ausrei- 
chende elektrische Isolierung erreicht werden. Es traten sog. 
Pinholes auf, und das Dielektrikum wies keine ausreichend 
hohe Isoktionsfahigkeit auf. 

5 Da durch die oben genannten Effekte eine ausreichende 
Genauigkeit in mefitechnischer Hinsicht bisher nicht er- 
reicht werden konnte, werden weiterfrin Altemativen ge- 
sucht und bis dahin die zweiseitige Kontaktierung einge- 
setzt Diese zweiseitige Kontaktierung ist jedoch insgesamt 

10 nicht kostengunstig, fiihrt zu erhonten Ausfallraten und ist 
mit einer nicht optimalen Herstellungszeit verbunden. 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, Probleme ei- 
nes elektrisch beheizten Hochtemperaturgassensors hin- 
sichtlich der gegenseitigen Beeinflussung von Systemen un- 

15 terschiedlicher Potentiale zu reduzieren. 

Die Losung dieser Aufgabe geschieht durch die Merk- 
malskombination entsprechend Anspruch 1. 

Der Erfindung liegt die Erkenntrris zugrunde, daB Struk- 
turen und AnschluBflSchen der Heiz- und der MeBkreise da- 

20 bei derart gegenseitig abgeschirmt werden, daB ein Ober- 
sprechen, insbesondere eine Stoning des MeBkreises durch 
das in der Hegel hdbere Potential des Heizkreises, nicht er- 
folgt Die Abschirmung geschieht durch den Einsatz elek- 
trisch lei tender AbscMrmstrukturen bei den beschriebenen 

25 Hochtemperaturgassensoren. 

Vorteilhafte Ausgestaltungen kdnnen den Unteranspru- 
chen entnommen werden. 

Die AbschirmstaikUiren, z.B. Guard-Shield- oder 
Ground-PLain-S trukturen, werden bevorzugt auf ein Poten- 

30 rial gelegt, daB im Bereich des Potentials des SensormeB- 
kreises liegt Sorrrit werden alle Potentialanhebungen und 
Ausgleiclisstrome, sowie Beeinflussungen, die durch die 
endliche Isolation sf&higkeit des Substrats gegeben sind, 
deutlich vermindert 

35 Es k5nnen mehrere Abschirmstruktiiren vorhanden sein, 
z.B. eine Ground-Plair^tniktur zur Abschirmung der 
MeBelektrodenstruktur gegenuber der Heizstruktur und zu- 
satzlich Guard- S hieM-Stnikturen zur Abschirmung der 
MeBelektrodenstruktur gegenuber Durchkontaktierungen 

40 bei einseitiger Kontaktierung des Gassensors. 

Es ist insbesondere vorteilhaft, dieses Potential auf Masse 
zu Legen oder auf einen Minimal wert, Maximalwert bzw. auf 
einen mittleren Wert des Potentialbereichs des SensormeB- 
kreises zu legen. 

45 Es ist auch gilnstig, wenn eine einseitige Kontaktierung 
von zwei Seiten eines Sensors mittels Durchkontaktierung 
durch das Substrat hindurch herstellbar ist. Durch die einsei- 
tige Kontaktierung verringert sich die Isolationswirkung vor 
allem im Bereich der AnschluBpads, da Strukturen auf der 

SO gleichen Seite liegen und sehr eng benachbart sind. Durch 
Verwendung von Abschirmstrukruren, insbesondere der Gu- 
ard-TechnoLogie, wird die Beeinflussung von den AnschluB- 
pads des MeBkreises ferngehalien. 
Es ist vorteilhaft, insbesondere bei einseitiger Kontakrie- 

55 rung, wenn mindestens eine Abschinnsiruktur eine Guard- 
Shield-Struktur ist Da sich durch den Aufbau dieser Gas- 
sensoren Guard Rings in der Regel nur schwer darstellen 
las sen, werden sog. Guard Shields verwendet, die nicht in 
sich geschlossen sind. Die beiden Begriffe Guard Rings und 

60 Guard Shields sind in der Fachliteratur gangige Begriffe, die 
am zutreffendsten mit Abscmrmring oder Abschirmschild 
ubersetzt werden kdnnen. 

Falls Guard-Ring- S trukturen doch moglich sind, kdnnen 
diese einzeln oder in Kombination mit GiiaroVShieid-Struk- 

65 turen auftreten. Guard-Shield- oder Guard-Ring-S trukturen 
werden voTteilhaft als Abscrrkmelemente positioniert, so 
daB sie zwischen den AnschluBpads von unterschiedlichen 
Stromkreis angeordnet und auf entsprechendes Potential ge- 
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legt werden. ren mil gebrannten oder urspriinglich pastttsen Materialmen 

Offene GuaidrShieldnStruktureo konnen untereinander ist ebenso mdglich. Dabci werden Pasten aus Binder und 

verbunden werden, wobei eine Hybridstruktur entstehen Leitpartikeln eingesetzL Eine Kombination beider Techni- 

kann. ken ist vorteilhaft. 

Falls eine Guard-Ring- oder eine Guard-Shield- Struktur 5 Der Nachteil der einseitigen Kontaktierung bei Hochtem- 

mcht an einem Massepotential, beispielsweise an einem An- peraturgassensoren besteht darin, daB gleichzeitig verschie- 

schluBpad fur eine Heizungsstruktur angeschlossen wird, so dene elektrische Potentiale auf klednstcm Raum nebeneinan- 

kann sie mit einem eigenen AnschluBpad versehen werden, der liegen. Bei einem beschriebenen Hochtemperaturgas- 

wobei durch eine selbstandige Kontaktierung ein definiertes sensor sind dies die Heizungsanschlusse und die Anschlusse 

Potential abgegriffen werden kann. 10 fur die Wderstandsmessung durch die MBBelektrodenstruk- 

Es ist auch vorteilhaft, eine Gromd-Plain-Struktur zu tur. Als GrOnde fur die gegenseitige Beeinflussung sind die 

verwenden, die fl&chig zwischen Heizstruktur und Substrat endliche elektrische Isolation zu nennen. Dies triflt insbe- 

aufgebracht ist Der BegrifF Ground Plain ist ein in der Fach- sondere fur die Substratoberflacne zu, die infolge von Pro- 

literatur gangiger BegrifF, der am zutrefTendsten mit Ab- zessierungsschritten zumindest bereichsweise amorphisiert 

schirmboden ubersetzt-werden kann. Durch die Ground- 15 sein kann und damit eine hehere Leitfahigkeit aufweist als 

Plain-Struktur wird insbesondere die Beeinflussung der das Substiatvolumen im Inneren. Somit besteht durch die 

MeBdektrodenstruktur durch die Heizstruktur aufgrund der Durchkonaktierungen und durch die Prozessierung des Sen- 

nicht idealen Isolierung des Substrats reduziert, und zwar soraufbaus zunehmend die Gefahr des tfbersprechens von 

unabhfingig von der Art der Kontaktierung. Zur elektrischen elektrischen Signalen in benachbarte elektrische Kreise. Fur 

Trennung von Ground-Plain-Struktur und Heizungsstruktur 20 die beschriebenen Sensorcn bedeutet dies Z.B. dafi beim 

sind diese durch eine elektrisch isolierende Zwischenschicht Einsatz von halbleitenden GalBumonddunnschichten der 



Heizkreis mit typischen Spannungen von 10 V den McB- 

Weil eine Nachbearbeitung des Substrats sehr aufwendig kreis mit typischen Spannungen von 0,5 V beeinflussen 

ist, wird mcist das Substrat mit einer Ground-Plain- Struktur bzw. storen kann. 

beschichtet, und auf diese wiederum die elektrisch isolie- 25 Urn diese Beeinflussungen weitgehend zu eUminieren, 
rende Zwischenschicht abgeschieden. Auf die Zwischen- wurde die Technologic der Guard Rings oder Guard Shields 
schicht wird die Heizstruktur aurgebracht. fdr die Hcchteniperaturgassensoren in modifizierter Weise 
Besonders vorteilhaft ist es, wenn die Zwischenschicht eingesetzt. Da sich durch den Aufbau derartiger Gassenso- 
aus einem hochtemperaturbestandigen und festen Material ren Guard-Ririg-Stnikturen oft nicht direkt ubernehmen las- 
besteht, insbesondere wennesdemSubstrat zur \ermeidung 30 sen, werden vorzugsweise Guard-SMetd-Strukruren ver- 
schSdlicher Risse thermomechanisch fihnelL Bei Verwen- wendet, die in sich nicht geschlossen sind Die Guard- 
dung von Substraten auf Kerarnik oder ein keramikannli- Shield- oder Giiard-Rmg-Strakturen konnen ein- oder beid- 
chem Material wird auch eine analoge Bandbreite von Zwi- seitig aufgebracht werden, wobei eine einseitige KontaktLe- 
schenschichten bevorzugt Besonders wird dabei S1Q2 (in rung des Sensors immer gegeben sein sollte. Die Abschirrn- 
allen Ausfuhrungen wie polykristallin oder als Quarz), 35 strukturen werden nun auf ein Potential gelegt, daB ungefahr 
A^Oj, SiC, Si^ oder Sialon bevorzugt Das Material dem Potential des SensormeBkreises, beispielsweise einem 
kann, aber muQ nicht, mit dem Substratmaterial identisch mittleren von 0,25 V bei einem maximalen Bereich von 0 
se in. bis 0,25 V im MeBkreis entspricht Somit werden Potential- 
Im folgenden werden anhand von schematischen, die Br- anhebungen, die durch die geringere Beabstandung von sich 
findung nicht emschrankenden Rguren Ausfllhrungsbei- 40 beeinflussenden elektrischen Kreisen oder durch eine \fer- 
spielebeschrieben. ringerung des Wderstandes des Substrats verursacht wur- 
Die Fig. 1 und 2 zeigen einen Hochtemperatursensorauf- den von den Anschliissen fur den Sensormefikreis fernge- 
baup der Durcr^ontaktierungszonen aufweist und zur einsei- halten. Aus diesem Grand wird das in Fig. 5 dargestellte 
ti gen Kontaktierung geeignet ist, zweite Heizungspad 6 auf Masse gelegt. Die Uber die Sen- 
die Fig. 3 und 4 zeigen einen Sensoraufbau nach dem 45 sorpads 3, 4 durchgefuhrte Messung ist in einem diesem Po- 
Stand der Technik, wobei eine Kontaktierung zweiseitig an tential nahegelegenen Bereich angesieden, so daB die Gu- 
der jeweiligen Struktur vorgenommen wird, ard-Shield-Strukturen 7 an das Heizungspad 6 angeschlos- 

F|g. 5 zeigt die Verwendung von Guard Shields im Sen- sen werden konnten. 
soranfbau, Insgesamt kennen fiber die Sensorpads 3, 4 durchgefuhrte 
Fig. 6 zeigt eine weitere Ausfiihrung mit Guard-Shield- 50 Messungen, unabhangig vom eingesetzten MeBprinzip, mit 
Strukturen auf einer Sensorseite zur Elimination von trans- significant reduzierter Stoning durch benachbarte Potential 
versalen Uin^igkeitskomponenten, und Signale durchgefuhrt werden. SoUte diese Abschirmung 
Fig. 7 zeigt die Verwendung einer Ground-Ram-Struktur rricht ausreichen, so konnen beispielsweise voOstandige Gu- 
im Sensoraufbau, ard-Ring-Striikbiren integriert werden, oder es kann durch 
Fig. 8 zeigt eine weitere Ausfiihrung mit Ground-Plain- 55 eine zusatzliche Verwendung einer Ground-Plain-Struktur 
Struktur Fig. 9 zeigt eine Lage einer Ground-Plain-Struktur 11 eine weitere Verbesserung erreicht werden. Zur Anpas- 
von einer Sensorseite aus, sung der Positionierung der Guard-Shield- und Guard-Ring- 
Fig. 10 zeigt eine Lage einer Ground-Plain-Struktur von Strukturen hinsichtlich ihrer optirnalen Abscrnrmwirkung 
einer anderen Sensorseite aus. konnen diese unter oder fiber der Heizungsstruktur oder der 
Als Durchkontaktierungen werden allgemein ein oder 60 MeBelektroderistruktur angeordnet werden. Damit sind sie 
mehrere Locher betrachtet, die beliebige Form aufweisen mit zusfitzlichen isolierenden Schichten zu versehen und je 
konnen. Diese durch das Substrat rnndurchgefiihrten Locher nach Bedarf an ein vorgegehenes Potential anzuschliefien. 
dienen als elektrische Vemindungen, wobei eine entspre- Die Fig. 3 und 4 stellen den bisherigen Sensorchipaufban 
chende elektrische Leitffihigkeit hergestellt wird. Diese mit zweiseitiger Kontaktierung dar. Die Leiterbahngeome- 
elektrische IxitfShigkeit kann durch Beschichtungen der 65 trie des Substrats wird auf der Vorderseite dargestem durch 
Lochwande mit elektrisch leitenden Materialien geschehen, eine mtermgitaldektrodenstruktur zur Messung der elektri- 
wobei reine Metalle oder in Tragermaterial gebundene Me- schen Leitfahgikeit einer daruber oder darunter angesiedel- 
talle eingesetzt werden kBnnen. Die Fullung des Lochinne- ten Sensorschicht entsprechend Fig. 3. Die Ruckseite des 
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Sensorchipaufbaus weist entsprechend Fig. 4 mSanderf&r- Rh-Legierang etc. besteht Die Ground-Plain-S tmktur U 

mige Leiterbahnen, beispielsweise aus FLatin auf und stellt kann in DUrmschicht-'Ifcchnologie aufgebracht werden, bei- 

eine Hrizungsstruktur 2 dar. Jcde dcr beiderseitigen Struktu- spielsweise mittcls Sputtem Oder CVD. 

rcn verfflgt Uber caste und zweile Sensorpads 3, 4 und erste Die Unterseite des Sensors weist weiterhin eine Zwi- 

und zweite Heizungspads 5, 6, die auch AnschluBtlecken 5 schenschdcht 12 auf, die nach der Ground-Plain-Struktur 11 

genannt werden. Beide Struktuien sind auf dem Substrat 8 aufgebracht wird, und die die Unterseite des Sensors be- 

aufgebracht. Die Kontakderung erfolgt jeweils auf derzuge- deckt. Diese Zwischenschicht 12 ist elektrisch isolierend 

borigen Seite, also zweiseitig. und w2rmeleitenci Sie kann aus demselben Material beste- 

Der Kins a tz von Durchkontaktierungen oder Durchkon- hen wie das Substrat 8 oder aus einem anderen geeigneten 

taktierangszonen kann zunachst eine ednseitige Kontaktie- 10 Material \forzugsweise wird ein keramisches oder keramik- 

rurig realisiert werdea Dies ist in den Fig. 1 und 2 angedeu- Shnliches Material verwendet, hien SiO^n verschiedenen 

let, wobei wiederum auf dem Substrat 8 beidseitig Struktu- AusfOhrungsformen wie polykristallin oder glfisem rnog- 

ren aufgebracht sind, wie itn Stand der Technik bekannt lien), aber auch z. B. A1 2 0> SiC, S13N4 oder SiAlON. 

Entsprechend Fig. 1, der Darstellung der Vorderseite des Auf der Zwischenschicht 12 aufgebracht sind die Hei- 

Sensorchipaufbaus, wird eine Durchkontaktierung der er- 15 zungsstruktur 2 sowie, bei einseitiger Kontakderung, die 

sten und zweiten AnschluBpads 3, 4 der MeBelektroden- Sensorpads 3, 4. Die GrcurK^Plain-Struktur 11 flberdeckt 

struktur 1 vorgenomrnen, so daB entsprechend Fig. 2 die die Heizungsstruktur2, aber nicht die Sensorpads 3, 4. 

Durchkontaktierungen 10 fiir die Sensorpads 3, 4 auf der Zur Abschirrnung auch kleinster Stfirfelder ist es vorteil- 

RUckseite des Sensorchipaufbaus entsprechend Fig. 2 dar- haft, wenn die Ground-Rain-Struktur U die Heizungsstruk- 

gestellt werden. Somit lassen sich sowohl die Heizungs- 20 tur 2 im Sensor vollstandig umgibL Beispielsweise ist sie in 

struktur 2 iiber das erste und zweite Heizungspad 5, 6 von dieserFigurwarmenformiggestaliet, wodurchdie Storfelder 

dieser RUcksedte 2 kontaktieren, als auch das ersten und im Sensor in allen-Richtungen abgeschirrnt werden. Eine 

zweite Sensorpad 3, 4 der MerMektrodenstruktur durch Realisierung dieser Anordnung ist vergleichsweise aufwen- 

Zwischenschaltung der Durchkontaktierungen 10. dig auf grand der Prozessierung der Seitenwande, beispiels- 

Fig. 5 zeigt ohne Darstellung von Durchkontaktierungen 25 weise durch Atzen des aufgewachsenen SiOl und folgendes 

die Rttckseite eines Sensorchipaufbaus mit einer Heizungs- Einbringen des leitfahigen Materials, 

struktur 2, die ein erstes und ein zweites Heizungspad 5, 6 Die Gix>uncVPlain^truktur 11 ermSglicht es, die Detekti- 

aufweist Von der Vorderseite sind entsprechend die Sensor- onsempfindHchkeit eines Gassensoren zu steigern. Auf- 

pads 3, 4 durchkontaktiert, so daB wiederum die einseitige grand der Abschirrnung kann ein dunneres Substrat 8 ver- 

Kontaktienmg realisiert ist Somit liegen Anschlufielemente 30 wendet werden. Auch kann nun eine weitere Palette an Sub- 

zweier elektrischer Xreise nahe beieinander, die unter- stratmaterialien verwendet werden. 

schiedliche Potentiale aufweist. Die in Fig. 5 dargestellte Durch die eOiminierte Beeinflussung durch die Heizungs- 

Ausfiihrangsform weist Guard-Shield-Stiukmren 7, die die struktur 2 ist eine verbesserte Auslesung der Sensordaten, 

Heizungsstruktur 2 abschirrnen von den Sensorpads 3, 4. insbesondere von Widerstandswerten im hc^chohmigen Be- 

Diese Guard-Shield-Strukturen 7 sind in diesem Fall auf 35 reich, moglich. So karm nun ein gassensitives halbleitendes 

Masse gelegt, bzw. an das zweite Heizungspad 6 ange- Metalloxid, dessen Grundwiderstand im Bereich von Mft 

schlossen. Der Ausdruck "Sensorpad" ist stellvertretend fiir liegt, an der MeBeleklrodenstraktiir 1 verwendet werden. 

AnschluBflecken fur den Mefikreis bzw. die MeBelektroden- Die Ground-Plam-Struktur 11 wird an ein Potential ange- 

struktur 1. schlossen, das nach den gleichen Gesichtspunkten ausge- 

Die Fig. 6 zeigt eine AusfOhrung rrrit Guard-Shield- 40 wahlt wird wie bei Guard-Srrield-Strukturen 7. Die Poten- 

Strukturen auf der Sensorseite zur Elimination der transver- dale der Abschirmstnikturen eines Gassensors mtissen aber 

salen Leitrahigkeitskomponente durch die Substratdicke. In nicht gleich sein. 

diesem Fall sind Durchkontetaierungszonen 9 fUr Guard- Die Grwnd-Plain-Struktur 11 kann alleine oder in Ver- 

Smeld-Strakturen vorgesehen, so daB Guard-Shield-Struk- bindung mit einer oder mehreren Guard-Shield-Strukturen 7 

turenaufderVorderwieaufderRiickseitegld^ 45 verwendet werden. 

aufweisea Die dargestellte Interm'gitalstruktur stellt die E%. 8 zeigt als Schnittdarstellung in Seitenansicht eine 

MeBdektrodenstruktur 1 dar, die ein erstes Sensorpad 3 und weitere Ausiuhrungsforrn eines Hochtemperarur-Gassen- 

ein zweites Sensorpad 4 aufweist Die MeBelektrodenstruk- sors rrrit Ground-Hain-Strukrur 11. Im Unterschied zu Fig. 7 

tur 1 mit den entsprechenden Sensorpads ist annMhernd voll- weist diese nun keine Seitenwande auf sondern ist, bis auf 

standig rrrit Guard-Shield-Straktiiren umschlossen. Die in 50 die nicht dargestellten Anschltisse, vollstandig von der Zwi- 

den dargestellten Sensorpads 3, 4 enthaltenen Durchkontak- schenschicht 12 bedeckt. Dadurch kann es zwar zu einer 

tierungszonen 10 ermoglichen die Kontaktierung der Sen- verringerten Abschirrnung kommen, aber vorteilhafterweise 

sorpads 3, 4 von der Seite des Sensoraufbaus, die der in Fig. ist die Herstellung einer solchen Grouiid-Piain-Stniktur 11 

6 gezeigten Seite gegenOberliegen. einfach und preiswert 

Fig* 7 zeigt als Schmttdarstellung in Seitenansicht einen 55 Fig. 9 zeigt in Aufsicht auf die Unterseite eines Gassen- 

Hcchtemperatur-Gassensor mit Ground-Flain-Straktur U in sors analog zu Fig. 2 die Oberdeckungsflache der Ground- 

Wannenform. Auf der Oberseite des Substrats 8 aus Al^Oj Plain-Struktur U. Man erkennt, daB bei einer Projekdon der 

ist die MeBelektrodemtruktur 1 mit den Sensorpads 3, 4 auf- FDiche auf die Unterseite des Gassensors die Heizungsstrak- 

gebracht Bei einer herirfmirnlichen Aufbringung der Hed- tur 2 und die Heizungspads 5 ? 6 flberdeckt sind. 

zungsstruktur 2 auf der gegenUberKegenden Unterseite er- 60 Fig. 10 zeigt in Aufsicht auf die Oberseite des Gassensors 

gibt sich ein durch die endliche elektrische Isolierung des analog zu Fig. 9, daB die MeBelekdrodenstruktur 1 durch die 

Substrats 8 bedingtes Storsignal an der MeBelektrodenstruk- Ground^Hair^Stniktiir U iiberdeckt wird Die Durchkon- 

tur 1, z. B. bei einer Anderung der Heizspannung. Dieses taktierungen 10 sind nicht abgedeckt Die Ground-Plain- 

Stdrsignal ist sehr hinderlich zur Messung kleiner und klein- Struktur 11 kann auch ganzflachig ausgefllhrt sein, z. B. bei 

sterSignalfinderungen. 65 zweiseitiger Kontaktierung. 

Auf die Unterseite ist teilweise eine elektrisch leitende 
Grwind-Plain-Struktur U aufgebracht, die vorzugsweise 
aus einem temrxxatiirbestandigen Metall wie Au, Pa, Pt, Pt- 
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Patentanspriiche 

1. Eiektrisch beheizter Hochtemperaturgassensor, auf- 
weisend an einem Substrat (8) aufgebrachte Struklu- 
ren: 5 

- eine MeSelektzodeostiuktur (1) an einer Sub- 
stratseite mat AnschluBpads, 

- eine Heizungsstruktur (2) an einer gegenflber- 
liegenden Substratseite mit AnschluBpads, 

- mindestens einer ein- oder beidseitig aufge- 10 
brachten Abschirmstruktur (7, 11) zur Abschir- 
mung van Storpotentialen auf einen mit der MeB- 
elektrodenstruktur (1) gebildeten Mefikreis. 

2. Hochtemperaturgassensor nach Anspruch 1, bei 
dem die Abschirmstruktur (7, 11) auf ein Potential ge- 15 
legt wild, das einem vorgegebenen Wert innerhalb des 
Potentialbereiches des MeBkreises entspricht 

3. Hochtemperaturgassensor nach Anspruch 2, bei 
dem die Abschirmstruktur (7, 11) auf ein Potential ge- 
legt wird, das dem mimmalen, mittleren oder maxima- 20 
ten Wert des Potentialbereiches des MeBkreises ent- 
spricht 

4. Hochtemperatiirgassensor nach Anspruch 2 oder 3, 
bei dem die Abschinnstruktur (7, 11) auf Masse gelegt 
ist 25 

5. Hochtemperatiirgassensor nach Anspruch 2, bei 
dem Duichkontaktierungen for die AnschluBpads der 
MeBelektrodenstruktur (1) oder der Heizungsstruktur 
(2) vorhanden sind. 

6. Hochternperanirgassensor nach einem der vorherge- 30 
henden AnsprQche, bei dem mindestens eine Ab- 
schirmstruktur (7, 11) eine Giiard-Shicld-Struktur (7) 
ist 

7. Hochtemperatiirgasseosor nach Anspruch 6, bei 
dem geschlossene Guard-Rkg-Strukturen vorhanden 35 
sind 

8. Hochtemperatiirgassensor nach einem der AnsprQ- 
che 6 oder 7, bei dem die Guaid-SMeld-Stnikturen (7) 
oder Guard- Ring-Strukturen unter oder Ober der MeB- 
elektrodenstruktur (1) und/oder der Heizungsstruktur 40 
(2) isoliert verlegt sind. 

9. Hochtemperatuigassensor nach einem der Ansprii- 
che 6 bis 8, bei dem auf einer Seite des Substrats (8) be- 
fincUiche Guard-S hield- S trukturen (7) miteinander ver- 
bunden sind. 45 

10. Hochtemperaturgassensor nach einem der Ansprii- 
che 6 bis 9, bei dem die Guard-Shield-Strukturen (7) 
oder die Guard-Ring-Strukturen mit jeweils eigenen 
AnschluBpads (9) versehen sind. 

11. Hochtemperaturgassensor nach einem der vorher- SO 
gehenden AnsprQche, bei dem mindestens eine Ab- 
schirmstruktur (7, U) eine Ground-Plain- S truktur (11) 
ist 

12. Hochtemperaturgassensor nach Anspruch 11, bei 
dem die Ground-Ptain-S truktur (U) mindestens die 55 
Flache der Heizungsstruktur (2) abdeckt. 

13. Hochtemperaturgassensor nach Anspruch 11 oder 
12, bei dem die Ground-Plain-Struktur (11) mindestens 
durch eine Zwischenschicht (12) aus SiO* AI2Q3, SiC 
oder S13N4 von der Heizungsstruktur (2) getrennt ist go 
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^ Ground plain 11 He izungsstruktur 2f 
Sensorpads 3, 4 an der Unterseite, falls einseitige Kontaktierung 
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